
AlGaN UV-B LDの開発と室温パルス発振動作の実現 

Development of AlGaN UV-B LD and realization of room temperature pulse operation  
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紫外線レーザーダイオード（UV-LD）は小型で軽量、低電圧駆動が可能かつ発光波長を材料組

成の設計により変えることが出来るため、従来の紫外線レーザー光源では実現できない様々なア

プリケーションへ応用することが可能である。2019年までは主に GaNを下地として用いた UV-A 

LD、AlN単結晶基板を下地として用いた UV-C LDのみ報告があり、UVBの波長領域では LDの

実現報告例が無かった [1,2]。当研究室では 2020年に、積層薄膜の貫通転位密度を 109cm-2以下に

低減させるための格子緩和させた厚膜 n-Al0.6Ga0.4N 下地層、および 40 kAcm-2以上の高電流密度で

の駆動を実現する III 族を組成傾斜させた p-AlGaN クラッド層、さらにドライエッチングとアル

カリ薬液処理を組み合わせることにより形成されたAlGaN薄膜の垂直平坦な共振器端面を用いる

ことで、閾値電流密度 41.2 kA/cm2の UV-B LD の発振に成功した[3]。本成果を基に研究を進める

ことで、閾値電流密度は現在 9.4 kA/cm2まで低減している[4]。本発表ではこれまでの開発を、各

技術の要点とともに報告する。 
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